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１．概要（Summary） 

量産半導体の継続的な高性能化に対応するために、

微細パターンを転写するためのフォトマスクの高精細化、

生産性の向上への要求も高まっている。最新のマスク製

造方法として、数十nm以下の化学増幅型レジストを用い

た電子線リソグラフィーが用いられている。しかし、化学増

幅型レジストの薄膜化にともなう電子線照射後のレジスト

表面解像に関する挙動は、これまでにその詳細は明らか

になっていない。そこで本研究では、膜厚 70 nm以下の

レジスト薄膜への電子線描画を行った。現像後得られた

レジストパターンについて、走査型電子顕微鏡 (SEM)に

よる解析を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

超高精細電子ビームリソグラフィー装置（ELS-100T） 

【実験方法】 

化学増幅型レジストをシリコン基板上にスピンコートし、

125 °C で加熱することにより厚さ 20–70 nm の薄膜を

形成した。サンプルは 125 keV の電子線描画装置

（ELS-100T, エリオニクス）で照射し、加熱、現像工程を

行った後、自研究室の SEMによりパターンの観察および

パターン幅と line width roughness (LWR)の測定を行

った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

シリコン基板上に作製した露光パターン(space)

幅：未露光パターン (line)幅  = 100 nm : 100 nmの

line & spaceの SEM像を Fig. 1に示す。露光後加熱

温度は 130 °C、露光量は 120 μC/cm2であった。膜

厚を変えた時の space 幅と LWR への影響を他の膜

厚でも同様に調べ、膜厚依存性を明らかにした。 
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Fig. 1. (a) Top-view and (b) cross-sectional SEM 

images of the resist pattern of 60 nm‐ and 20 

nm‐ thick‐ film. Distances between break 

lines show space width. 


